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Introducao

@ Filmes epitaxiais de InP crescem na fase de blenda de zinco (zinc blend — ZB), no entanto, a fase wurtzita (WZ) tem sido observada em nanofios (NFs)
de InP. Atualmente, existem poucas informacoes a respeito da estrutura eletronica do InP-WZ na literatura.

@ NOs Investigamos as propriedades opticas e estruturais dos nanofios de InP crescidos pelo métodos VLS (Vapor-Liquid-Solid) em um sistema CBE
(Chemical Beam Epitaxy).

@ Tecnicas experimentais: micro-fotoluminescéncia (u-PL) de NFs simples e Fotoluminescéncia de excitacao (PLE) de conjuntos de NFs.

Amostras Previsao Teorica

@ Crescimento a 420°C por VLS in sistema CBE usando nanoparticulas de Au
(~25 nm de diametro) como catalisador.
@ Formato de agulha com eixo de crescimento na direcao [0001] (eixo c).

Separacdo da Banda de Valéncia
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